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摘 要

在此研究中，利用液相沉積法在n型鍺上成長二氧化矽薄膜，使用的是過飽和的六氟矽酸(H2SiF6)水溶液與稀釋過後的硼

酸(H3BO3)水溶液於室溫下成長高品質的閘極氧化層。在薄膜沉積過程中，我們可以利用六氟矽酸與硼酸溶液依照不同比

例混合及對溫度的改變來控制二氧化矽薄膜的成長速率。在沉積二氧化矽(SiO2)薄膜前，先利用硫化銨((NH4)2S)溶液對鍺

進行表面處理，發現可有效降低漏電流。再利用傳統爐管分別對LPD閘極氧化層進行200℃、 300℃、 400℃退火30分鐘的

退火條件以及氮氣下的退火環境，更進一步對LPD閘極氧化層改善其電特性，例如:崩潰電壓、固定電荷密度、介面陷入密

度⋯等。

關鍵詞 : Ge, LPD, MOS、(NH4)2S
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